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【本研究の目的】Siのみならず GaAs，InPなどの化合物半導体に対してもアノードエッチングを

施すことで，高アスペクト比を持つポーラス構造が形成できる 1,2)。本研究では，1軸方向に伸び

た針状の構造，すなわち 1 次元構造を持つ GaAs ナノワイヤ，ならびにワイヤの集合からなるバ

ンドルアレイを作製し，電子エミッタとしての特性評価を行うことを目的とした。 

【実験方法】n型 GaAs(111)B基板に対し酸性電解液（リン酸，塩酸，硫酸，硝酸）を用い，定電

流電解を行った後，走査型電子顕微鏡（SEM）による構造観察を行った。電気特性は，真空中で

電流－電圧特性を測定し，Fowler-Nordheimプロットで電界集中係数βを評価した。 

【結果および考察】1.7 mol dm-3 リン酸－0.17 mol dm-3 塩酸混合液中で 30分間 GaAs基板をアノ

ード酸化した試料の断面SEM像を図1に示す。基板垂直[111]方向へ選択的にエッチングが進行し，

直径約 200 nm，長さ約 110 µmのナノワイヤアレイ（アスペクト比：550）が自発的に形成された。

電解初期は，ランダムに孔が発生するが，電解時間の延長に伴い隣接する孔同士が連結し，3 つ

の孔の 3 重点部分が溶け残ることでナノワイヤが得られた。高アスペクト比を持つワイヤ構造は

電子放出特性を示し，特にバンドル化することで，駆動電圧の低下，エミッション電流の安定化

に効果的であった。 
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Figure 1  (a) Cross-sectional SEM image and (b) high-magnification image of surface of anodized GaAs 

in a mixture of 1.7 mol dm-3 phosphoric acid and 0.17 mol dm-3 hydrochloric acid at current density of 100 

mA cm-2 for 30 min. 
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